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【手続補正書】
【提出日】令和1年5月23日(2019.5.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７１】
　図７において、試料１は、イオン注入を行っていない領域における厚み方向（Ｚ軸方向
）のマグネシウム濃度（ｃｍ－３）を示し、試料２は、イオン注入を行った領域における
厚み方向（Ｚ軸方向）のマグネシウム濃度（ｃｍ－３）を示す。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７７】
　図８の結果から、以下のことが分かる。試料３において、マグネシウム濃度が１．０×
１０１６ｃｍ－３以上の領域は、深さが約１．３μｍまでの領域であり、試料４において
、マグネシウム濃度が１．０×１０１６ｃｍ－３以上の領域は、深さが約１．４μｍまで
の領域である。なお、深さが１．０μｍまではｐ型半導体層の領域であるため、試料３で
は、ｐ型不純物含有領域１１８が約０．３μｍの厚みで形成されていることが分かり、試
料４では、ｐ型不純物含有領域１１８が約０．４μｍの厚みで形成されていることが分か
る。ここで、試料３よりも試料４のイオン注入時のドーズ量が大きい。このため、図８の
結果から、イオン注入時のドーズ量を大きくすることにより、ｐ型不純物含有領域１１８
の厚みが大きくなることが分かる。
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